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【3】1.若 IB=80μA，IE=8mA，則電晶體之直流增益 β 為何值？ 
 0.01  0.99  99  100 

【4】2.下列有關雙極性接面電晶體(BJT)的敘述，何者錯誤？  
寬度大小為 C＞E＞B  摻雜濃度大小為 E＞B＞C 
 B 極功能為控制載子流量  E 極功能為接收載子 

【4】3.如【圖 3】所示，假設電晶體 β＝100、VBE(sat)＝0.8V、VCE(sat)＝0.2V，欲使電晶體進入飽和狀態，
則 RC 最小值為何？ 
 100Ω  113Ω  200Ω  227Ω 

【2】4.已知有一電晶體電路，電晶體交流轉移電導 gm=60mA/V、rπ=2.5KΩ、VT=25mV，則該電路直流偏壓
電流 ICQ=？  
 1mA  1.5mA  2mA  2.5mA 

【2】5.有關雙極性接面電晶體放大器的敘述，下列何者正確？  
輸入端為基極，則一定是共極級放大器 
共基極放大器電流增益大約為 1 
共集極放大器輸入電壓信號與輸出電壓信號反相 
共射極放大器可用來放大電壓信號，並有低輸出阻抗的特性 

【1或 2均給分】6.如【圖 6】所示電晶體放大電路，若電容 C3 故障開路，則下列何者錯誤？ 
輸入阻抗變小 輸出阻抗變大 電流增益變小 電壓增益變小 

【2】7.直接耦合串級放大器的優點為何？  
穩定性最好 頻寬最寬 高頻響應最好 適於阻抗匹配 

【1】8.有關 MOSFET 與 BJT 的敘述，下列何者錯誤？ 
 MOSFET 之製造密度較低  MOSFET 之輸入電阻較大 
 MOSFET 之轉移電導較小  BJT 之操作速度較快 

【1】9.如【圖 9】所示電路，運算放大器之飽和電壓為±12V，下列何者正確？ 
若 Vi＝+4V 則 Vo＝+12V 若 Vi＝+4V 則 Vo＝-12V 
若 Vi＝-2V 則 Vo＝+8V 若 Vi＝2V 則 Vo＝+6V 

【2】10.如【圖 10】所示之電路，欲使電壓增益為–10，且輸入電阻為 20kΩ。則 R1 及 R2 之值各約為何？ 
 R1＝2.5kΩ，R2＝25kΩ  R1＝20kΩ，R2＝200kΩ 
 R1＝25kΩ，R2＝2.5kΩ  R1＝200kΩ，R2＝20kΩ 
 

 

 

 

 

 

 

【2】11.運算放大器輸出方波信號時，若信號在 20μs 內由–10V 變動到+10V，則其迴轉率 (slew rate)為何？ 

 0.5V/μs  1V/μs  5V/μs  10V/μs 

【1】12.理想運算放大器的正常輸入電壓 Vi(+)與反向輸入電壓 Vi(–)大小相等、相位相同，則輸出電壓 Vo 

=？ 

 0V  Vi(+)  Vi(-) 電源電壓 

【3】13.方波若加入積分器後，會產生出什麼波形？ 

方波 脈波 三角波 正弦波 

【2】14.若要實現 A + BC 之開關邏輯特性，則開關應如何連接？ 

 B、C 開關並聯後再和 A 開關串聯  

 B、C 開關串聯後再和 A 開關並聯 

 A、B 開關串聯後再和 C 開關並聯  

 A、B 開關並聯後再和 C 開關串聯 

【3】15.如【圖 15】所示電晶體共基極放大電路，已知 VBE＝0.7V、β＝100、熱電壓 VT＝26mV，求該電路
電壓增益 Av＝？ 

 3  99  149  200 

【2】16.有一理想三級串級放大器電路，第一級電壓增益為–10，第二級放大器電壓增益為 100，第三級放大
器電壓增益為 20dB，則此放大器在不考慮相位下，總電壓增益為何？ 

 50 dB  80 dB  20000  100000 

【1】17.如【圖 17】所示之電路，假設 OPA 為理想，V1＝3V、V2=-2V，求其輸出電壓為何？ 

 –8V  –2V   ＋2V   ＋8V 

【3】18.如【圖 18】所示為儀表放大電路，假設兩個 OPA 均為理想，若 Vs =3V，試求其輸出電壓 Vo？ 

 Vo = 3V  Vo = 6V  Vo = 9V  Vo =12V 

【3】19.如【圖 19】所示之電路，假設OPA為理想，若Vi＝4V，運算放大器的飽和電壓為±13V，則VA為何？ 

 -4V  0V  3V  4V 

【2】20.如【圖 20】電路中，U1 為理想運算放大器，若 R1＝1kΩ、R2＝10kΩ、R3＝5kΩ、R4＝50kΩ，V1＝
8V、V2＝7V，試求 Vo＝？ 

 -15V  -10V  1V  15V 

【4】21.如【圖 21】所示之電路，假設 OPA 為理想，運算放大器的飽和電壓為±13V，R1 = R2 = R3 下列何
者錯誤？ 

正回授因數 β 為 0.5   Vc 為三角波，振幅為±6.5V  

振盪週期為 2R1C1ln(3)秒  Vo 為方波，振幅為±10V 

 

 

 

 

 

 

【1】22.有關二極體的特性，下列何者正確？ 

順向偏壓其電壓超過切入電壓，二極體的順向電阻很小 

矽二極體的順向切入電壓低於鍺二極體的順向切入電壓 

二極體逆向偏壓時其逆向飽和電流（漏電流）與溫度無關 

逆向偏壓其電壓低於崩潰電壓，二極體的逆向電阻為零 

 

【4】23.中間抽頭式二極體整流電路如【圖 23】所示，若交流側電壓 Vs =12 V（有效值），則二極體 D1的逆
向峰值電壓(peak inverse voltage, PIV )為何？ 

 12 V 

 24 V 

 12√2V 

 24√2V 
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【圖 23】 【請接續背面】 
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【1】24.雙極性接面電晶體(BJT)操作於截止區其接面的偏壓，下列何者正確？ 
基極與射極接面為逆向偏壓，基極與集極接面為逆向偏壓 
基極與射極接面為順向偏壓，基極與集極接面為逆向偏壓 
基極與射極接面為逆向偏壓，基極與集極接面為順向偏壓 
基極與射極接面為順向偏壓，基極與集極接面為順向偏壓 

【2】25.有關雙極性接面電晶體(BJT)的放大電路的型態，下列何者正確？ 
共集極放大電路其輸入端為集極，輸出端為射極 
共基極放大電路其輸入端為射極，輸出端為集極 
共基極放大電路其輸入端為基極，輸出端為射極 
共集極放大電路其輸入端為射極，輸出端為基極 

【4】26.某交流電壓的時間函數 ( ) 100 2sin(314 )VSe t t= ，此交流電壓的頻率約為何？ 

 314 Hz  157 Hz  100 Hz  50 Hz 
【2】27.週期性的脈波電壓如【圖 27】所示，，若最大值為 10V，則此電壓的平均值為何？ 
 1.5V  2.5 V  5.0 V  7.5 V 

【2】28.如【圖 28】所示的電路為何種濾波器？ 
高通濾波器  低通濾波器  
帶通濾波器  帶拒濾波器 

【4】29.某放大器的電壓增益為 100，此電壓增益為多少 dB（分貝）？  
 100 dB  80 dB  60 dB  40 dB 

【1】30.有關 N 通道加強型 MOSFET 在飽和區操作，Vt為臨界電壓(threshold voltage)，VGS為閘極-源極電壓， 
K 為 MOSFET 參數，汲極電流 ID為何？ 


2( )D GS tI K V V= −    ( )D GS tI K V V= −   


23 ( )D GS tI K V V= −    3 ( )D GS tI K V V= −  

【4】31.有關 N 通道加強型 MOSFET 在飽和區操作，Vt為臨界電壓(threshold voltage)，VGS為閘極-源極電壓，
K 為 MOSFET 參數，轉移電導（互導）gm為何？ 


2( )m GS tg K V V= −   

3( )m GS tg K V V= −   


23 ( )m GS tg K V V= −   

2 ( )m GS tg K V V= −  
【2】32.有關理想運算放大器的特性，下列何者正確？ 
輸入阻抗為零，開迴路電壓增益為無窮大  
輸出阻抗為零，開迴路電壓增益為無窮大 
共模拒斥比為零，開迴路電壓增益為無窮大  
輸入阻抗為零，開迴路電壓增益為零 

【1】33.有關 MOSFET 放大電路的敘述，下列何者正確？ 
共閘極放大電路其輸入端為源極，輸出端為汲極 
共汲極放大電路其輸入端為源極，輸出端為閘極 
共閘極放大電路其輸入端為汲極，輸出端為閘極 
共汲極放大電路其輸入端為汲極，輸出端為源極 

【3】34.理想運算放大器的電壓隨耦器如【圖 34】所示，其電壓增益 o

i

V

V
為何？ 

 -0.5  -1  1  0.5 
【4】35.有關 P 型半導體與 N 型半導體的敘述，下列何者正確？ 
 P 型半導體的多數載子為電子 
 N 型半導體為本質半導體摻雜三價元件 
 P 型半導體為本質半導體摻雜五價元件 
 N 型半導體的多數載子為電子 

【1】36.運算放大器所組合電路如【圖 36】所示，此電路的名稱為何？ 

微分電路 積分電路 除法電路 乘法電路 

【3】37.有關 MOSFET 作為線性放大器需操作於何區？ 

歐姆區 截止區 飽和區 三極區 

【3】38.雙極性接面電晶體(BJT)的直流偏壓電路如【圖 38】所示，若 BJT 切入電壓 0.7VBEV = ， 100 = ，

5.7VBBV = ， 10VCCV = ， 2kΩCR = ， 200kΩBR = ，則直流偏壓的集極電流
CI 為何？  

 10 mA  5 mA  2.5 mA  1 mA 
【3】39.橋式整流電路如【圖 39】所示，若交流側輸入電壓有效值 ES為 100V，則輸出電壓平均值約為何？ 
 141.4V  100V  90V  63.6V 

【3】40.如【圖 40】所示電路，二極體為理想特性，若 VDD = 6V，R1 =1kΩ，則電流 IR為何？ 
 2 mA  3 mA  4 mA  6 mA 

【2】41.雙極性接面電晶體(BJT)的直流偏壓電路如【圖 41】所示，若 BJT 的 100 = ，RC=500Ω，VCC=10V，

IB=1mA，則下列何者正確？ 

電晶體操作於主動區  電晶體操作於飽和區  
電晶體操作於截止區  電晶體集極電流 IC =100mA 

【1】42.如【圖 42】所示之理想運算放大電路，R1=R2=10kΩ，Rf =R3=20kΩ，若 V1=2V、V2=3V，則在正常操
作其輸出電壓 V0為何？ 
 2V  4V  5V  6V 

【3】43.由 MOSFET 組成數位邏輯閘如【圖 43】，此為何邏輯閘？ 
及閘(AND gate) 或閘(OR gate) 反及閘(NAND gate) 反或閘(NOR gate) 

【2】44.雙極性接面電晶體(BJT)操作於主動區其 T 型小信號模式如【圖 44】所示，BJT 的 50 = ，熱電壓

VT =25mV，若直流偏壓的集極電流 IC =1.2mA，則轉移電導（互導）gm為何？ 

 28 mA/V  48 mA/V  68 mA/V  88 mA/V 

【2】45.雙極性接面電晶體(BJT)在主動區操作其混合 型小信號模式如【圖 45】所示，BJT 的 100 = ，熱

電壓 25mVTV = ，若直流偏壓時的電流 25μABI = ，則電阻 r 為何？ 

 500Ω  1.0 kΩ  1.5 kΩ  2.0 kΩ 

【2】46.共射極放大電路如【圖 46】所示，BJT 的 50 = 、切入電壓 0.7VBEV = 、 2kΩCR = ， 12VCCV = ，

若直流偏壓的 6VCEV = ，則電阻
BR 約為何？ 

 88 kΩ  188 kΩ  288 kΩ  388 kΩ 

【3】47.共源極放大電路如【圖 47】所示，若 MOSFET 小信號模式的轉移電導 2mA/Vmg = 、輸出電阻

50kΩdr = ，忽略電容
DC 及

GC 效應，則小信號的電壓增益 o

i

v

v
為何？ 

 -100  -75  -50  -25 
【4】48.理想運算放大電路如【圖 48】所示，若輸入電壓 0.1sin(250 ) Viv t= ，輸出電壓 2.0sin(250 ) Vov t= ，
則電阻 R1為何？ 
 10 kΩ  5 kΩ  4 kΩ  2 kΩ 

【1】49.反相輸入型施密特(Schmitt)觸發器如【圖 49】所示，
1 1kΩR = ，

2 9kΩR = ，輸出的飽和電壓
satV 約

為±10 V，此遲滯(hysteresis)電壓
HV 為何？  

 2 V  3 V  4 V  5 V 

【2】50.考畢子振盪器(Colpitts oscillator)如【圖 50】所示，電路的振盪頻率 fo為何？ 
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